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(57) AbstraTfc<Qie invention relates to a vertical integrated component, a component arrangement and a method for production of 
a vertical integrated component. The vertical integrated component has a first electrical conducting layer (101), a mid layer (102), 
partly embodied from dielectric material on the first electrical conducting layer, a second electrical conducting layer (103) on the 
mid layer and a nanostructure (104) integrated in a through hole introduced in the mid layer with a first end section coupled to the 
first electrical conducting layer and a second end section coupled to the second electrical conducting layer. The mid layer comprises 
a third electrical conducting layer (105) between two adjacent dielectric partial layers (102a, 102b) the thickness of which is less 
than the thickness of at least one of the dielectric partial layers. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betriffi ein vertikal integriertes Bauelement, eine Bauelement-Anordnung und ein Verfah- 
ren zum Herstellen eines vertikal integrierten Bauelements. Das vertikal integrierte Bauelement hat eine erste elektrisch leitfahige 
Schicht (101), eine teilweise aus dielektrischem Material ausgebildete Mittel-Schicht (102) auf der ersten elektrisch leitfahigen 
Schicht, eine zweite elektrisch leitfahige Schicht (103), auf der Mittel-Schicht und eine in ein in die Mittel-Schicht eingebrach- 
tes Durchgangsloch integrierte Nanostruktur (104) mit einem ersten, mit der ersten elektrisch leitfahigen Schicht gekoppelten En- 
dabschnitt und mit einem zweiten, mit der zweiten elektrisch leitfahigen Schicht gekoppelten Endabschnitt. Die Mittel-Schicht weist 
zwischen zwei benachbarten dielektrischen Teilschichten (102a, 102b) eine dritte elektrisch leitfahige Schicht (105) auf, deren Dicke 
geringer ist als die Dicke von zumindest einer der dielektrischen Teilschichten. 



